Verwendung: Germanium-pnp-Niederfre-
quen:.Tmn:istnr flir Vor- und Treiberstufen
:q Verstarkern und fiir Gegentakt-Verstér-
ker bel Umgebungstemperaturen i*a won
_25°C bis -1-65°C

GC 16

—

standard: TGL 200-8392

Abmessungen: Bauform A 3/25b,
TGL 11 811

Masse = 08 g

Zubehdrteile siehe Seite 10

Zuldssige Héchstwerte

fur s = 4&5°C
-Ucso = 20V -lc = 150 mA
UeBo = 10V -lg = 50 mA
"U‘C-EH = 20 .lulr ﬁ] = 80°C wﬁm“ider!tund
bei RBE = 1 kQ #a = 65°C grd grd
Kennwerte fir #a = 25°C =5 grd Rin = 0,38 mW i = 0,9 mw
Min Typ Max | MeRbedingungen
Reststrome
-ICBO | | 9 uA 18 A ‘ -Uce = 6V
-lCER ' 25 uA | 250 pA | -Uce = 20 V, Ree = 1 kil
-lEBQ '; 12 pA 5 uA | -Ues = 10V
Ubergangsirequenz
tr ; | 750 kHz | | -UcE = BV, -lc =2mA
RauschmaB
F | | 6dB | 20dB | -Uce = 6V, -lc = 0,3 mA,f=1kHz
| ] Af = 1 kHz Rg = 500 Q,
Vierpolwerte in Emitterschaltung
| -Uce = 6V, 2 mA,f = 1 kHz
Hite 0,34 kil 1.3 kil b
i:"|1‘”._| Dlﬁd kY i 2|1 kﬂ i c
hi1e ' 0,85 k() 3,3 ki2 | d
hite 1,35 ki 5,3 kQ e
h1ge | 20 .10+ |
haze | 200 pS |
b2t | 29 55 | b Stromverstarkungsgruppen
hz1e 45 88 c
h2te 72 | 139 d
h21e 114 | 220 ‘ e

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
mit der Stromverstédrkungsgruppe ¢

GC 116 ¢ — TGL 200-8392
KiihikGrper: Bestell-Nr. 5801.031-02010



Verlustleistung in Abhdngigkeit von der
Umgebungstemperatur #a bei verschiede-
nen Al-KiihlblechgréBen von 2 mm Starke
(vertikale Montage, Blech ungeschwdrzt)

1 freitragend

2 mit Kihlschelle

3, 4 und 5 Kihlifléche

6 ideale Wéarmeableitung

Kollektor-Emitter-Spannung in Abhdngig-
keit vom BasisabschluBwiderstand

Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-
schichttemperatur
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Mittlere Kennlinien fiir #a = 25°C
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Emitter-Reststrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur
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